12. Полупроводниковые приборы и устройства: технология, методы исследования, наноприборы
_____________________________________________________________________________
Генерация излучения с длиной волны  5.8 мкм многопериодными квантово-каскадными лазерами при комнатной температуре.
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Еще в 1971 году Казаринов и Сурис теоретически предложили концепцию создания квантово-каскадного лазера [1], но только в середине 90-х годов, благодаря развитию технологии изготовления полупроводниковых гетероструктур методами молекулярно-пучковой и газофазной эпитаксии, квантово-каскадный лазер (ККЛ) был впервые реализован экспериментально [2]. Основным преимуществом данного класса полупроводниковых приборов является возможность генерации оптического излучения в диапазоне длин волн от ближней инфракрасной (с длинами волн 3-5 мкм) вплоть до субмиллиметровой области спектра (с длинами волн 100-300 мкм). 
В настоящем докладе будут представлены результаты по изучению структурных,  оптических и электролюминесцентных свойств многопериодных квантово-каскадных лазеров (содержащих 60 периодов). Упруго-сбалансированные наногетероструктуры ККЛ, на основе твердых растворов In0,44Al0,56As и In0,60Ga0,40As, были изготовлены на проводящей подложке InP методом молекулярно-пучковой эпитаксии. Четырехсколотые и полосковые  кристаллы ККЛ были изготовлены стандартными методами фотолитографии, вакуумного  напыления контактов, жидкостного травления, плазмо-химического напыления диэлектрика и смонтированы на теплоотвод. Многомодовая генерация когерентного оптического излучения многопериодными ККЛ под воздействием импульсной токовой накачки наблюдалась для случая четырехсколотого и полоскового кристалла. Реализация полосковой геометрии позволила достичь генерации при комнатной температуре. По мере повышения температуры длина волны генерации смещалась от 5.6 до 5.8 мкм. Плотность тока накачки на пороге генерации при комнатной температуре не превышала значение 4.2 кА/см2. Температурная зависимость пороговой плотности тока хорошо описывалась экспоненциальной зависимостью с характеристической температурой T0 =123 К.  
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